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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T42709《半导体器件 微电子机械器件》的第19部分。GB/T42709已经发布了以

下部分:
———第5部分:射频 MEMS开关;
———第7部分:用于射频控制和选择的 MEMS体声波滤波器和双工器;
———第19部分:电子罗盘。
本文件等同采用IEC62047-19:2013《半导体器件 微电子机械器件 第19部分:电子罗盘》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为便于理解,表1增加了两个脚注。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
本文件起草单位:中国电子技术标准化研究院、中国电子信息产业集团有限公司、江苏多维科技有

限公司、北京大学、河北美泰电子科技有限公司、北京必创科技股份有限公司。
本文件主要起草人:刘若冰、李博、薛松生、张威、崔波、王伟强、陈得民。
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引  言

  本文件适用于电子罗盘,明确了电子罗盘的术语、定义、基本额定值和特性,以及测试方法等,有利

于更好地指导相关行业从业人员进行产品开发、测试、使用等工作。GB/T42709《半导体器件 微电子

机械器件》拟由以下部分构成:
———第2部分:薄膜材料的拉伸试验方法。目的在于规定 MEMS薄膜材料的拉伸试验方法。
———第3部分:拉伸试验用的薄膜标准试验片。目的在于规定MEMS薄膜材料拉伸试验用试验片

的相关要求。
———第5部分:射频 MEMS开关。目的在于规定射频 MEMS开关的术语定义、特性要求、测试方

法等。
———第6部分:薄膜材料轴向疲劳试验方法。目的在于规定 MEMS薄膜材料的轴向疲劳试验

方法。
———第7部分:用于射频控制和选择的 MEMS体声波滤波器和双工器。目的在于规定 MEMS体

声波谐振器、滤波器和双工器的术语定义、特性要求、测试方法等。
———第8部分:薄膜拉伸特性测量的带材弯曲试验方法。目的在于规定用于测量薄膜拉伸特性的

带材弯曲试验方法。
———第9部分:MEMS晶圆键合强度试验方法。目的在于规定 MEMS晶圆的键合强度试验方法。
———第11部分:悬空MEMS材料的线性热膨胀系数测试方法。目的在于规定悬空MEMS材料的

线性热膨胀系数测试方法。
———第12部分:采用MEMS结构谐振法的薄膜材料挠曲疲劳试验方法。目的在于规定MEMS薄

膜材料挠曲疲劳试验方法。
———第13部分:MEMS结构黏附强度试验方法。目的在于规定 MEMS结构的黏附强度试验

方法。
———第16部分:MEMS薄膜残余应力的晶圆曲率和悬臂梁挠度试验方法。目的在于规定

MEMS薄膜残余应力的晶圆曲率和悬臂梁挠度两种试验方法。
———第19部分:电子罗盘。目的在于规定电子罗盘的术语定义、特性要求、测试方法等。
———第21部分:MEMS薄膜材料泊松比测试方法。目的在于规定 MEMS薄膜材料的泊松比测试

方法。
———第22部分:柔性衬底导电薄膜的机电拉伸测试方法。目的在于规定 MEMS导电薄膜材料的

机电性能拉伸试验方法。
———第26部分:微沟槽和针结构的描述和试验方法。目的在于规定 MEMS微沟槽和针结构的描

述和试验方法。
———第27部分:玻璃熔结结构的粘结强度 MCT试验方法。目的在于规定玻璃熔结结构的粘结强

度的 MCT试验方法。
———第29部分:室温下悬空导电薄膜的机电松弛试验方法。目的在于规定 MEMS器件的悬空导

电薄膜在室温下的机电松弛试验方法。
———第32部分:MEMS谐振器非线性振动测试方法。目的在于规定 MEMS谐振器的非线性振动

性能测试方法。
———第35部分:柔性机电器件弯曲变形电特性测试方法。目的在于规定柔性机电器件的弯曲变形

状态电特性测试方法。
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———第36部分:MEMS压电薄膜的环境及介电耐受试验方法。目的在于规定 MEMS压电薄膜的

环境及介电耐受性能试验方法。
———第38部分:MEMS互连中金属粉末膏体黏附强度试验方法。目的在于规定 MEMS互连中金

属粉末膏体黏附强度的试验方法。
———第40部分:MEMS惯性冲击开关阈值测试方法。目的在于规定 MEMS惯性冲击开关的阈值

测试方法。
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半导体器件 微电子机械器件
第19部分:电子罗盘

1 范围

本文件界定了电子罗盘的术语和定义,规定了基本额定值和特性,描述了相应测试方法。本文件适

用于由磁传感器和加速度传感器组成的电子罗盘,或单独由磁传感器组成的电子罗盘。本文件适用于

移动电子设备用电子罗盘。
对于海洋电子罗盘的相关要求见ISO11606。
本文件适用的电子罗盘种类包括两轴电子罗盘、三轴电子罗盘和六轴电子罗盘等。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
三轴亥姆霍兹线圈 3-axisHelmholtzcoil
产生互相垂直的磁场的三个亥姆霍兹线圈。

3.2
零磁场环境 zeromagneticfieldenvironment
被测件所在空间的磁场强度低于规定强度的磁场环境。
注:被测件的定义见4.1.7。

3.3
e罗盘 e-compass
电子罗盘 electroniccompass
使用传感器的电气输出量来计算并输出方位角的罗盘。
注:“e罗盘”被用作电子罗盘的缩写词。

3.4
两轴电子罗盘 2-axise-compass
使用两轴磁传感器作为地磁探测元件的电子罗盘。

3.5
三轴电子罗盘 3-axise-compass
使用三轴磁传感器作为地磁探测元件的电子罗盘。

3.6
六轴电子罗盘 6-axise-compass
使用三轴磁传感器作为地磁探测元件,并且使用三轴加速度传感器作为重力探测元件的电子罗盘。
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